Resistes

Positivos e Negativos

Negativo:  Taxa de formacao de
ligacdes cruzadas

Positivo: Taxa de quebra de cadeias
ou mudanca de solubilidade
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Resistes

« Contraste

= Sensibilidade

- Inchamento (Swelling)
Efeitos de Proximidade
Resisténcia a Corrosao

Estabilidade Térmica
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Processamento Litografico
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» Limpeza do Substrato
+ Geralmente as superficies estao na sua forma mais
limpa!
« Dehydration bake step

= Promotor de Adesao: HMDS
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= Cobertura de Resiste
« Espessura: aprox. 400nm a 1um
« Uniformidade: £ 10nm

- Pré-aquecimento (Softbake)
- Evaporacgao de solventes
« Melhoria de adesao
+ Alivio de tensdes internas
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- Exposicao

- Aguecimento pds-exposicao
(post-exposure bake)

» Revelacao
« MIF
« Spray ou Imersao

« Inspecao
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= Plasma Descum




» Pos-agquecimento (hard-bake)

Fig. 38 Postbake temperature versus thermal flow (1350]). (a) 100°C, (b) 110°C, (c) 120°C, (d)
130°C, (e) 140°C. Courtesy of the Shipley Company.
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Optica da Microlitografia

» Resolucao A
R=K N A

= Abertura numeérica
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« Coeréncia
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Equipamentos para Litografia
e

» Impressao por Contato
 Difracao
« Defeitos

» Impressao por Proximidade
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« Impressao por Projecao
« Amplamente utilizada
« Extremamente complexa
+ Mascaras 1:1 e 4~5:1
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» Mdascaras/Reticulos
« Reticulo: tracado de um chip ou um conjunto de chips
« Mascara: tracado da lamina inteira

» Fabricacao

. Gerador Optico de Tracados : ?
- Mdascaras a partir de Reticulos R A 047-

- Feixe de Elétrons
dark-field (or negative) foW

Fig. 21 Photomask polarity.




